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電子スピンを用いたスピン量子情報デバイスの研究は、GaAs系量子ドットを中心に進められて

きた [1-4]。しかし、デコヒーレンスの問題、エレクトロニクス技術との適合性が考慮され、シリ

コン系への展開が進んでいる。ここ数年での目覚ましい進展は、シリコン微細加工技術の発展と、

先行していた GaAs系において開発された技術や知見の適用が進んだことによる。 

シリコン系でのスピン量子情報デバイスに向けた重要なステップとして、単一電子状態の実現,、

スピン閉塞現象の観測、スピンのシングルショット読み出し[5]、およびスピンの回転操作[6]、な

どが近年相次いで実現された。我々も、シリコンMOS構造を利用した量子ドットにおいて、単一

電子状態の実現[7]、スピン閉塞現象の観測[8]に成功してきた。また、ごく最近 pチャネルの量子

ドットにおいても単一正孔状態[9]やスピン閉塞を示唆する輸送特性を観測した。本構造は、今日

のコンピュータプロセッサを構成するMOSFETを作製するための、既存のシリコンテクノロジー

を活かすことができる。将来的な量子ビットの集積化に適した構造であると期待されている。 

シリコン系のスピン量子情報デバイスに向けた研究はここ１，２年で大きな進展が見られた。

特に同位体制御したシリコン系において大きな進捗があった[10]。スピン操作の室温動作も実現さ

れており、スピン量子情報という物理の深耕のみならず、将来的な実用化も期待される。本講演

では、主にシリコンMOS構造を利用したスピン量子情報デバイスの研究動向と、我々の最近の研

究について紹介する。 
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